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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani narocné;jsi
Hodnoceni ndrocnosti zaddni zavérecné prace.

vy

SpInéni zadani splnéno

Posudte, zda predloZend zdvérecnd prdce splriuje zaddni. V komentdri pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spInéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady a
pripadné i priciny jednotlivych nedostatkd.

Zadani diplomové prace je splnéno.

Zvoleny postup FeSeni vynikajici
Posudte, zda student zvolil spravny postup nebo metody reseni.
Zadani bylo spInéno bez pfipominek

Odborna uroven A - vyborné

Posudte uroveri odbornosti zdvérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a
dat ziskanych z praxe.

Student vyuZiva odbornou literaturu analogovy navrh integrovanych obvodu a reference bandgap. Vysledny navrh obvodu,
t. j. jeho vlastnosti ze simulaci jsou validovany s predem definovanymi specifikacemi obvodu. PoZzadované specifikace byly
splnény.

Formalni a jazykova uroven, rozsah prace B - velmi dobre

Posudte sprdvnost pouZivani formdlnich zapis obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.
Odbornou Uroven prace povazuji za vybornou. V texte diplomové prace se ziidka nachazeji preklepy nebo nekonzistentni
formatovani textu. Napfiklad: Kapitola 2.1 Napétova reference typu Bandgap.

Skratka CTAT je definovana jako complementary to absolutetemperaturetemperature a PTAT jako proportional to
absolutetemperaturetemperature.

Kapitola 2.3.1 ,Himpeffect” diferencniho paru. Skratka STI je definovana jako Shallowtrenchisolation.

Strana 17, posunuté zarovnani strany.

Desetinna c¢arka v jednotkach neni uniformni v texte, pouziva se botka a carka.

Vybér zdroju, korektnost citaci A - vyborné

Vyjddrete se k aktivité studenta pfi ziskdvdni a vyuZivani studijnich materidl( k reSeni zdvérecné prdce. Charakterizujte
vybér pramend. Posudte, zda student vyuZil vSechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou vsechny prevzaté prvky radné
odliseny od viastnich vysledki a uvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace uplné a v souladu
s citacnimi zvyklostmi a normami.

Vybér zdrojl i citaci je v pofadku.
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Dalsi komentare a hodnoceni

Vyjddrete se k urovni dosaZenych hlavnich vysledki zdvérecné prdce, napr. k drovni teoretickych vysledkd, nebo k trovni a
funkcnosti technického nebo programového vytvoreného reseni, publikacnim vystupim, experimentdini zru¢nosti apod.
Student se v diplomové praci zabyva komplexnim fesenim integrovaného obvodu. Pro Uplnost testovani a navrh obvodu
chybi elektrické testovani navrhnutého a porovnani se simulacemi, jak student zminuje, tak s ¢asového hlediska (vyroba
ASIC trva aj plil roku), nebylo toto mozné. Co nepovaZzuji za negativni.

I1l. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pfipadné otdzky, které by
mél student zodpovédét pri obhajobé zdvérecné prdce pred komisi.

Predlozend diplomova prace spliiuje zadani a veskeré definované cile. | pfes to, ze obsahuje nékolik formalnich
nedostatkd.

Otdzky:

V dnesnich technologiich se standardné pouziva technologicky krok STI, pro¢ se nim zabyvate?

P¥i pouziti cirkularniho layotu je slozité navrhnout multifgingrovy tranzistor. Pro¢ nejsou pouzity standartni
multifingrové tranzistory s technologicky krokem STI?

Byly provedeny simulace extrahovaného layoutu s RC na missmatch?

Z jakého dlivodu nebyly postlayout simulace provedeny z extrahovanymi RC a jen s C?

V designu nejsou poutzity low thrashold tranzistory nebo tranzistory v hluboké N jamé. Zlepsili by tyto zmény
parametry obvodu?

PfedloZenou zavérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném A - vyborné.

Datum: 16.6.2020 Podpis:
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